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Le Mtntstre des Affair©* Economlquet, 

Vu la hi du 24 mat 1854 sur les brevets d f invention ; 

Vu la Convention d'Union pour la Protection de la Propriiti industrielle ; 

Vu le proems-verbal dressile 29 septembre 197 8 d 11 h. 30 

au Service de la Propriete industrielle; 



ARRETE: 

Article 1. — // est d&ivri a la Ste dite : COMPAGNIE INTERNATIONALE 
POUR L 1 INPORMATIQUE C 1 1 -HONEYWELL BULL, 
94- Avenue Gambetta a Paris (20eme) (France), 

repr. par Mr Gauthier c/o Honeywell Bull S.A. , 28, 
avenue Marnix a Bruxelles 1050, 

un brevet ^invention pour : Circuits electriques integres proteges, 
substrate d 1 interconnexion proteges comportant de tela 
circuits et precede d'obtention desdits circuits et 
substrate, 

qu'elle declare avoir fait l'objet d'une demande de brevet 
deposee en Prance le 5 octobre 1977, n° 77 29 686. 



Article 2. — Ce brevet lui est dMivri sans examen prealabte, d ses risques et 
perils, sans garantie soit de la rcalitf, de la nouveauti ou du mirite de T invention, soil 
de r exactitude de la description, et sans prejudice' du droit des tiers. 

Au present arrets demeurera joint un des doubles de la specification de V invention 
(mimoire de script if et eventuellement dessins) signes par Tint£ress& et diposes d Vappui 
de sa demande de brevet. 

Bruxelles, le 13 octobr ^8, 

PAR DELEGATION SPECIALS: 
Le Directeur 

!i 

A. SCHURMANS 
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"Circuits £lectriques int6gr6s prot£g6s, substrats 
d* interconnexion prot6g£s comportant do tels circuits 
et proc6d6 d»obtention desdits circuits et substrais" 

Invention de : Patrick COURANT 
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La pr6s nt invention cone rne, c^un znanifcre g&i£rale, la 
protection m£canique et/ou chimique des circuits ^lectriques 
int£gr£s et des substrats d f interconnexion £quip£s de tela circuits 
Plus spdeifiquement, elle a pour objet une pastille forman* 
5 circuit tflectrique intdgrS, prot£g6e par une rdsine isolante, et 
des substrata d 1 interconnexion £quip6s d f une pastille ou d'une 
plurality de pastilles formant chacune un circuit dlectrique 
int£gr6, ces substrats 6quip6s 6tant protdg^s et comportant 
application de la pastille pr£cit£e, • 
10 Eh outre, l» invention est relative k des procld£s pour 

l'obtentiondesdits substrats ou pastilles. 

Lea techniques modernes mises nctuelleaent en oeuvre pour 
. r^alisei/des ^quipements ^lectroniques, et plus particuli&rement 
des ensembles de traitement de 1 'information, font de plus en 
15 plus appel k l'emploi de dispositifs semi-conducteurs & circuits 
int£gr6s non enfermds dans des boltiers. Ces dispositifs sans 
boitier sont d£sign£s le plus souvent sous le nom de pastilles 
de circuits int^gres ("chips" en langue anglo-saxonne) . 

De telles pastilles formant circuits intdgrSs et se prd- 
20 sentant par exemple sous la forme de plaquettes rect^ngulaires 
ou carries de quelques millimetres de c6t6 et d'une dpaisseur 
de I'ordre du demi-millimfetre, poss&dent une fac^inactive pourvue 
d f une couche isolante de support et une face active pourvue 
d'elcments de circuit tela que resistances, condensateurs, tran- 
25 sistors, diodes, relics a des bornes situ£es k 'la p6riph£rie de 
ladite surface active. 

On connait bicn par ailleurs l'emploi des substrats d'in- 
terconnexion, qui se pr£sentent commun&nent sous la forme d'une 
plaquette faite g^neralement d'un matdriau isolant pourvu de 
30 conducteurs r£alis6s sous forme de circuits imprimis sur la 
plaquette. Ces conducteurs se rdpartissent habituellement en 
plusieurs couches separ£es par des couches d 1 isolation et relives 
entre elles par des traversees, qui sont des* ouvertures pratiqu£es 
dans les couches isolantes et remplies d*un materiau conducteur 
35 pour rdaliser les connexions entre couches conductrices superpo- 
ses. La couche conductrice ext^rieure du substrat d f intercon- 
nexion multicouche est pourvue de s<5ries de pQots de connexion, 
chaque s£rie bord. ..t un domaine du substrat qui est reserve a 
la mise en place d f un composant £lectronique tel qu'un pastille 



de circuits int6gr6s. On trouvera des exemples'de montage 
de pastilles, formant circuits intdgr^s, sur un substrat 
d 1 interconnexion dans les demandes de brevet d£pos^es 
en Prance par la demanderesse le 20 Septembre 1976, sous 
le n° 76-28170 intitul^e t! Proc£d£ pour le montage de 
microplaquettes de circuits int6gr£s sur un substrat et 
installation pour sa mise en oeuvre" et le 4 F6vrier 1977. 
n° 77-03271 intitul^e : "Proc&i* e* appareil de montage ' 
de dispositifs sur un substrat 11 . 

Ces- pastilles sont gSn&ralement collies sur la face 
active du substrat en des emplacements pr6d6termin6s 
et chacune d*entre elles est relive ^lectriquement au 
circuit d* interconnexion ports par la face active dudit 
substrat par des conducteurs de liaison poignant les bornes 
de la pastille aux plots du domaine correspondent dudit 
circuit d* interconnexion. 

Une structure de ce type est rappel^e sur les figures 
1 et 2 des dessins ci- joints, lesquelles figures montrent 
respectivement une vue en coupe longitudinale et une vue 
de dcssus d'un substrat d* interconnexion 1 6quip6 de pas- 
tilles formant circuits int^grds 2a, 2b, 2c, 2d, etc. La 
face active 1a de ce substrat comporte des plots tels que 
3 relics, par des conducteurs de liaison tels que 4, aux 
bornes telles que 5 des faces actives tellec que 2*a des 
pastilles telles que 2a ; les r£f6rences 1b d f une part et 
'2"a f 2"b t 2 fl c, 2"d, etc. d 'autre part repr^sentent les 
faces inactives, formees chacune d'une couche isolante de 
support, respectivement du substrat d 1 interconnexion et 
des differentes pastilles. 

On a repr£sente sur la figure 1, pour la pastille 
2d seulement, les coycns de protection classiques d'une 
pastille formant circuit integr6, ces moyens £tant consti- 
tu6s par une r£sine isolante 6 recouvrant la pastille 2d, 
ses bornes 5, les plots 3, la zone avoisinante de la 
face active du substrat 1, et enrobant les conducteurs 
de liaison 4. 

Ce type de moyens de protection prdsente les incon- 

vdnients suivants : 

a) la r6r.*ne isolante utilises dtant choisie parmi 
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cell s pr6sentant un bonne resistance aux chocs thermiques 
et aux basses temperatures, ne presente pas une bonne 
resistance mecanique, car il est pratiquement impossible 
de disposer d'une resine possedant simul tenement \un 
aussi grand nombre de proprietes. distinctes ; il en 
r6 suite vine sauvaise protection mecanique des pastilles 
entrainant une mauvaise protection vls-^-vis des substances 
agrees! ves, des poussl&res, etc. ; * 

b) le simple remplacement d'une pastille defectueuse 
n'est plus possible aprfcs I'application de la resine 
isolante, puis que cette derni&re recouvre aussi les plots 
du substrat d' interconnexion et au moins les zones du 
circuit d ' interconnexion qui avoisinent ces plots ; 

c) la reparation des parties du circuit d 9 interconnexion 
qui sont recouvertes par la resine Isolante n'est pas 
possible, k moins de dissoudre au prealable la resine 

dans un agent approprie tel qu'un solvant organique. 

La pre sent e invention permet de remedier aux incon- 
venients precit6s. 

La pastille fonnant circuit lntegre salon 1* inven- 
tion est du type comportant une face active pourvue 
d 1 elements de circuit relies k des bomes situees k la 
p6ripherie de ladite face active," et est caracterlsee 
en ce que sa face active est recouverte d'une. couche 
superficielle de resine isolante, souple ou sous forme 
de gel solidifie, cette couche s v etendant seulement sur 
ladite face active. 

Le substrat d 1 interconnexion equipe, conforme 
k 1/ invention, du type comportant (a) une plaquette de 
forme quelconque qui constitue ledit substrat d 1 inter*- 
connexion et qui comprend une 'face active portant un cir- 
cult d*interc!dn$exion des differentes pastilles, (b) 
lesdites pastilles qui sont coliees, par celies de leurs 
faces qui sont opposees a leurs . faces actives, 
sur ledit substrat d' interconnexion, en des emplacements 



predetermines de ceiui-ci, et (o) des conducteurs de liaison 



reliant lea bom s precite a des pastilles & des series de plots 
appartsnant audit circuit d» interconnexion, chaque serio d^a 
plots entourant une pastille detexminee, est caracterise en ce 
que la face active de chaque pastille est recouverte d*une oou- 
che superficielle de resine isolante souple ou sous forme de gel 
solidifie. 

Selon un mode de realisation prefere da 1 * invention, le 
mibstrat d • interconnexion precite est -rev&tu d*une couche exter- 
ne, de preference continue, d'une seconde resine isolante, 
rigid o et resist ante mecaniqueroent, cette couche externe recou- 
vrant au moins la couche superficielle de r6sine isolante et les 
plots precites et enrobant les conducteurs qui r el lent lesdits 
plots aux bornes precitees. 

Con f ormc. -ont & la presente invention, les teatnw 1 sol an- 
tes precitees sont de preference cholsies dans le groupe des 
silicones. 

La resine isolante souple pr^citee utillsee pour recouvrir 
la face active des pastilles foraant circuits integres est avan- 
tageusement celle connue sous la denomination coenmerciale 
"XR 90714" (Dow Corning) qui presente une resistance volurulque 
de I'ordre de 2^10 i5 ohm. cm et une resistivity superficielle 



d* environ 7.10 ohms (mesurees selon la norma americaine 
D 257), cette resine resistant bien aux chocs thexmiques et pou- 
vant supporter de basses temperatures pouvant aller jusqu'a 
environ -60 # C. 

Au lieu d'utiliser une resine de ce type, la resine de 
silicone recouvrant les pastilles precitees pout aussi, selon 
une variante conformed 1 » invention, se presenter sous la forme 
d'un gel solidifie. Par 1' expression •gel solidifie", on entend 
un produit dont la structure est celle d*un gel, ma is qui poss&- 
de, au moins aux temper attires d 'utilisation, une cons i stance 
- suf fisamment f erme pour assurer la protection des pastilles, 
etant bien entendu qu'une telle substance peut avoir la consis- 
tanco habituollo d*une gelce a des temperatures plus elevees que 
la temperature d* utilisation, notamment a la temperature ambian- 
te. C gel solidifie peut eventuollement fetre recouvert d*une 
fine capsule rnetnllique pormettant d*eviter l*eeoulement ou la 
deterioration accidentelle dudit gel lors d*un eventual maintien 
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auxdites temperatures plus elevees. Comme example d»un tel gal 
i sol ant electriqueraent, on peut citer lo gel do silicon** oeaau 
sous la denomination commerciale "Q3-6527" (Low Corning) qui 
present© une consi stance appropriee a basses temperatures at 
qui peut etre utilise jusqu'a des temperatures de l'ordre do 
-6Q»C (resistivite voluraique de l,42.10 15 dhm.an) . 

La resine ieolante rigide et mecanlquement resistant© fbx- 
mant la couche externa precitee est avantageusenent calle connue 
sous la denomination commorcialo "XR 6&8« (Dow Corning) et elle 
eat avantageuaement utilisee en association avec une couche 
superficielle en la resine -XR 90714- precitee. L»analogie de 
structure de ces deux resines entralno une bonne coopatibilite 
entre lesdites resines et une borne adherence antra lesdites 
deux couches* 

Cette resine -XR 648" possede une resistivite volumique 
de 26. lo ohm. cm, une tres bonne resistance mecanique et une 
grande durete et elle resiste egalement a des temperatures pou- 
vant aller jusqu»a -30»C, ce qui lui permet de jouer un role de 
projection efficace des pastilles formant circuits integres, en • 
renforcant conyiderablement le role protect eur de la resine 
■XR 90714- . Si elle etait utilisee seule. en recouvrement direct 
de la face active d»une pastille, cette resine -XR 648- seralt 
trop rigide, insuffisamment resistante aux chocs thermiques et 
elle ne pourr.iit pas jouer un role protect eur adequat. 

II resulte de ce qui precede que 1 'inconvenient a) expose 
plus haut est precisement elimine par la presente invention. 

D» autre part, il est facile de remplacer une pastille d»uxi 
substrat d* interconnexion par une autre, dans un but quelconque 
(reparation ou modification de circuit electrique) mftnsaprtsaralr 
partiellanent protege ladite pastille par la couche superficiel- 
le de resine isolente souple precitee, a condition que la couche 
externa do resine isolante, rigide et resistante mecaniquement, 
n*ait pas encore ete appliqueo sur ladite couche superficielle 
et ce, soit avant soudage des conducteurs de liaison aux plots 
du substrat d 'interconnexion, soit apres un tel soudage jil est 
en effet beaucoup plus aise et rapide de rompre les points da 
soudure, do clangor de pnstille et d'effectuer 1 soudage des 
con^ detours de liaison de la nouvello pastille auxdits plots qu 
de proced r a la dissolution d'une resine qui enroberait 



lea conducteurs et plots, d'offectuer enauit les operations 
de dessoudage, replacement, de pastille et ressoudage , et 
de proteger enfln la nouvelle pastille par de la resine. 

lr» Inconvenient b) expose plus haut eat done egalemeot 
5 elluine par la presents invention. 

En outre, on pout proceder a la reparation ou modification 
eventuelle de n'importe quelle partie du circuit d » int erconneocic 
appartenant au sobstrat d' interconnexion, memo eprea avoir muni 
lea pastilles fonnant oircuits integrea'do la coucho superficielle 
10 de resine isolante souple et dispose* et/ou fixS et/ou relic 

electriqudment ces pastilles sur le ou au substrat d* intercon- 
nexion, ce qui elimine 1» inconvenient c) neotionne plus haut. 

L* invention present e aussi un ?vant4^ (: -lhxpplaaantalra 
expose ci-apr&s. Par le choix judicieux dee deux resine* at d>un 
15 agent de sol utilisation ou d» enlevement seloctif via-a-vls de 
celles-ci, par example un solvant organique agissant selective- 
ment vis-&-vis desdites resLnes t il est possible d'eliminer la 
couche externe aans* enlever, voire sans alterer d'aucune 
raaniere, la couche superficielle sous-jacente recouvrant le face 
20 active de chaque pastille, de fagon a permettre les reparations 
selectives du circuit d f interconnexion, des plots ou des conduc- 
teurs de liaison precites. 

Bien entendu, on peut aussi proceder 4 1» enlevement even- 
tuel de la couche superficielle d*une pastille isolee protegee 
confortnement a 1* invention ou bien a 1* enlevement des deux cou- 
ches do protection d'un substrat d 9 interconnexion equlpe de ces 
pastilles, soit a l'aide d*un seul agent de solubilisatlon 
agissant sur lesdites deux couches, soit a l'aide, successive- 
ment, de deux agents agissant selectivement et successivement 
sur chacune desdites couches et ce, afin.de reparer eventuelle- 
ment certains circuits integr^s* ou d»en modifier les caract&ris- 
tiques electriques* . 

Selon un mode de realisation prefere de la presente inven- 
tion, la quantite de resine de la couche superficielle de chaque 
pastille est telle quo la surface externe de cette couche fait, 
au niveau des bords de la face active de la pastille, un a.ngle 
de l'ordre do 25 a 45 degres, ces valours etant liees au procede 
prefcroblcment mis en oeuvro pour former ladite couche super- 
ficiollo ainni qu'il apparaltra plus .loin. 
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Un procede -detention d'une pastille fdrmant circuit 
lnt£gr£ selon 1* invention st caracterise en ce qu'il consiste 
k recouvrir la face active de ladite pastille d f une refine iso- 
lante, h l'etat fluide ou pdteux, et & provoquer la prise en 

5 masse de celle-ci par polymerisation (par example par chauffage 
et/ou sechage), de fagon h obtenlr une resine isolante, souple 
ou sous forme de gel, et k refroidir ensuite ce gel pour 
obtenlr un gel solidifi6, 

Selon un mode de realisation particulier de ce procede, 

10 permettant le garnissage, par la resine isolante de la couche 
superficielle, de l'espace comprls entre la face active de la 
pastille et les departs des conducteurs de liaison au voislnage 
des borne s de la pastille, un tel espace pouvant .par exemple 
6tre d'une hauteur aussi faible qu'une dizaine de microns, on 

15 applique tout d'abord une premiere s<5us-couche de la resine iso- 
lante precitee dans un etat suffisamment fluide pour qu&Lle 
s'ecoule dans l'espace precite et le garnisse, on prend cette 
resine en masse par polymerisation, et on applique ensuite, sur 
ladite premiere sous-couche, une deuxi&me sous-couche de la mfime 

20 resine, mais dans un etat plus visqueux, obtenu de preference pa: 
prepolymerisation, cette seconde sous-couche etant sous une 
epaisseur plus grande que la premiere sous-couche, h la suite de 
quoi on prend en m^sse ladite seconde sous-couche, par poursuite 
de la polymerisation • 

» 

25 Pour obtenir un substrat d* interconnexion protege, compor- 

tant une pastille formant circuit integre protege, on peut 
proceder avantageusement de la fagon suivante r on effectue, 
pour les difierentes pastilles portees par le substrat, I'appli- 
cation de la couche superficielle dan:; les conditions indiquees 

30 ci-dessus, & la suite de quoi on realise- 1 ■application, sur la 
surface active du substrat, de la resine constitutive de la cou- 
che externe precitee, de telle sorte que celle-ci puisse' acquerir 
son etat final i solan b eiectriquemcnt, rigide et mecaniquement 
resistant. 

35 La resine isolante de la couche superficielle et/ou celle 

de la couche externe peuvent Stre appliquees, rous forme prepoly- 
meris^e ou non-polyaensee t evcntuellenienc en l f absence d tout 
so?.vant ou agent de dispersion, coimne cela est possibl 
dans le cas de la resine de silicone n XR 90714". 
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La demand resse a det rmine 1 s conditions optlmeles de. 
mouillabilite de la rvalue de la couche superficialle precitee, 
lors de eon application sur la face active d'une pastille, vie** 
a-vie de cette face active ; JL 'angle de raccordement © du film 
ou goutte de resine place sur ladite face active doit %tre de 
preference de 1'ordre de 22 a 45 degree ; pour une valeur de 
1 'angle a inferieure & 22 degree, la mouillabilite est trop gran- 
de et la faihleaoe de cet angle de raccordement est telle que 
l'epaisseur moyonno de la couche suparficielle est trpp faible 
pour assurer une protection ef ficace de ladite face active ; une 
epaiaseur appropriee est d* environ 2 mm au centre de la pastille 
forwent circuit integre ;d»autre part, la resine risque de oouler 
au-dala du contour de ladite face active ; pour un angle de rac- 
cordement 0 s^erieur a environ 45 degres, 1» adherence entre la 
couche superficielle de resine et ladite face active est trop 
faible et cette couche risque de se decoller spontanewent ou 
d'&tre accidentellement arrachee,' ce qui detdriore la pastille 
ou au moins nuit a la qualite ou efficacitd de sa protection. 

D'autres caracteristiques, buts ou avantages de la presen- 
te invention apparaitront aucours de la description ci-aprea, 
en reference aux figures 3 a 11 ci-annaxees dans lesqualles i 

- la figure 3 represente, en coupe transversale, une pas- 
tille fortnant circuit electrique integr6 protdge conforme a 

la presente invention ; , 

_ i a figure 4 est une vue de dessus de cette raGrae pastille; 

- la figure 5 represento me vue en coupe transversale 
d»un circuit d* interconnexion equipe de pastilles/ formant cir- 
cuits electriques integres proteges, tant ces pastilles que 

1 'ensemble du substrat d » interconnexion equip4 desdites pastil- 
les etant conformes a la presente invention t 

- la figure 6 represente une vue en coupe transversale du 
mfeme substrat d 9 interconnexion que sur la figure 5, apres reali- 
sation d'uno protection complementaire de l»ensemble de la face 
active de ce substrat, ce mode de realisation etant egalement 
conforwo a I 9 invention ; 

- la figure 7 represente une vue en coupe transversale 
d'une pastil?'*, formant circuit integre protege s Ion l'invention, 
au cours do son processus d*obtention ; 



- la figure 8 represents una vue en coupe transversal e 
d*un fragment do substrat d' interconnexion, d'une pastill for- 
mant circuit electrique integre protege selon la present e inven- 
tion et d'un film de positionneroent de cette pastille, cette 
figure illustrant la localisation de 1'etape d'obtention de la 
pastille formant circuit intdgre protege f dans le cadre d'un 
processus connu d' adaptation d»une telle pastille sur un substrat 
d • Interconnexion ; 

- la figure 9 represente une vu^ de dessus de 1* ensemble 
represents sur la figure 8> & dchelle r^duife par report k 2a tLgxre 8; 

- la figure 10 est une vue en coupe transversal e d'une 
pastille formant circuit electrique integre protege selon 1 'in- 
vention, ou l'on montre 1 'angle de raccordement G entre la 
resine et la couch e superficielle, k l'etat fluide, et la face 
active de la pastille ; 

- la figure 11 est un abacque represent ant le cos in us de 

1 'angle de raccordement 6 en fonction de lor tension superficiel- 
le de la resine a l'etat fluide, en dynes. cm" 1 j et 

- la figure 12 est une vue en perspective representant 
une pastille formant circuit electrique integre protege conforme 
a 1' invention et du fragment du substrat d* interconnexion qui 

la porte. 

On voit sur les figures 3 et 4, une pastille formant cir- 
cuit electrique integre protege comportant un corps de pastille 
6 avec sa face active 6a portant dos elements de circuit (non 
representes) relies aux bornes 7 et sa face inactive 6b formee 
d'une couche isolante de support, les conducteurs do liaison 8 
dont l»une des extremites est soudee auxditas bornes 7, et la 
coucho superficiello protectrice 9 en resine isolante electri- 
quement et souple r cette derniere, dans une variante conforme 
& la presente invention peut fetre remplacee par une resine iso- 
lante sous forme d'un gel solidifie du type indique plus haut. 

On remarque que 1? couche superficiello isolante 9 ne 
s'etend pas au-dela du contour 10 do la face active 6a • 

Les figures 5 et 6 montrent un substrat d* interconnexion 
designe par la reference generole 11, qui comporte, de maniere 
connuo en soi une coucho isolante de support lib qui forme la 
face inactive diHit substrat et, au-dessus de cette couch lib, 
un pluralite de couches isolantes comportant des traversees 
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conductrices telles que 12 .ainsl que, aux Interfaces entre ces 
couches et sur le dessus de la couche superieure, des conduc- 
teurs tous designee par la reference generale 13 et formant, 
dans la face active 11a du substrat un circuit d« interconnexion 
comportant des plots tela que 14. De maniere connue en soi, . 
des pastilles formant circuits integres ont 6t6 collies sur la 
face active 11a dudit substrat d » interconnexion et les conduc-' 
teurs de liaison 8 desdltes pastilles ont 6t6 soudes sur les 
plots 14. Confonnement a la presente indention, la face active 
6a des pastilles est recouverte d'une couche superficielle 
de resine isolante souple 9, comme indique precedemment & 

propos des figures 3 et 4. 

Dans le mode de realisation de la figure 5, les conducteurs • 
de liaison 8, les plots 14 et le circuit d« interconnexion porte 
par la face active 11a du substrat d 'interconnexion 11 ne sont 
pas recouverts d-une nSsine isolante, ce qui permet le remplace- 
ment eventuel des pastilles formant circuits integres par d'au- 
tres pastilles du meme type.pouvant former des circuits integres 
ayant une autre structure electrique, sans qu'il soit necessaire 
de proc£der a une dissolution quelconque de resine comme dans 
les circuits Slectriques integres proteges par resine de.l'art 
ant^rieur. 

Dans le mode de realisation de la figure 6, les couches 
superficielles 9 de refine isolante electriquement et souple des 
differentes pastilles 6a sent recouvertes, de mPme que toute la 
face active libre du substrat d' interconnexion 11, d'une couche 
externe 15 en une resine isolante electriquement, rigide et 
douee d'une resistance mecanique Slevee ainsl que, de preference, 
d'une durete" elevee, ce qui penaet d'accroitre la protection de 
1« ensemble du circuit vis-a-vis des agents mecaniques et chimi- 
ques y compris les plus usuels tela que l-humiditd, 1 'action de 
l'air , les vapeurs agressives, les poussieres, etc. 

La resine de la couche superficielle 9 'est notamment la 
resine de silicone connue sous la denomination commerciale 
nXR 9071*- tandis que.celle de la couche externe 15 e ^ not **- 
nent la rdsine de silicone <x*nue sous la domination oommercaale «XR€*8 , 

ou la resine »XR 90714" ou le gel de silicone "93-6527'!. 
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La figure 7 montra comment peut Btre obtenue two ©a still e 
fotrnant circuit eloctrique Integra protege, confotfne a 1* inven- 
tion* Cctte pastille, sur los homes 7 do la surface active Sa 
de la quelle on a soude des tron9ons do conducteurs 8 (dont les 
5 extremites opposees aux bornes 7 reatont ici provisoiremant 

librea) , aat places sur un support approprid 16, a la suit a do 
quoi on applique la couche superficielle do resine 9, soit on 
procedant en une a exile application, soit on procedant en deux 
applications de la maniere indiquee ci*-epres dans lo cas de 
lO 1 'utilisation de la resine do silicone "XR 90714 * 

* 

On modifie tout d'abord les caracteristiques d'ecoule- 
meat de la resine XR 90714 disponihle dans le comnerce ea eug- 
mentant sa viacosite par polymerisation partialle ou pr^polyme- 
risation, sous 1 'action d'un chauffage ; celui-ci est offectue 

IS pendant 2 minute.; h 125° C, ce qui donne un produit dont la 
viacosite est de 6000 contipoises & 20*C (temps de taontee & 
125 # C s 3 minutes ; temps de descente k 20*C t 2 minutes) 7 dans 
ces conditions 1'etal ement de la resine sur la face active de 
la pastille, a 20»C, est regulier at 1' angle de raccordement e 

20 est compris entre 25 et 45*c, ce qui donne une epaisseur raoyen- 
ne suffisante a la couche super fici ell e. 

Le tableau cl-apr&s montre 1' influence de la dur<§e du 
chauffage 4 12S»C sur la qualite du dep6t de resine sur la face 
active de la pastille formant circuit integre. 





Temps de maintien h 125°C 


0 mn 


2 mn 


3 mn 


5 &n 


Viscosite" a 
20°C 

1 

1 


4 000 cps 
fluide 

! I 


6,000 cps 

* 

sirop 


9.000 cps 
pdte 


25-000 cps 
grai sse 

* 


Forme du d£ptt 

de resine 

apres 
polymerisa- 
tion complete 

1 

* 

1 


depot 

■ 

1 

^taleinent ; 

xrop import correct 

tant j 

©< 25° !25"°< 0 ^5° 


d£p&t 

» 

correct 
25°< 6^45° 


depot 
irregulier 



Pour X* application proprement dite de ia re3ina XR 90714 
pr^cite oa precede alors comme ii suit i 

* on etend tout d'abord, & l*aide d»un fin pinceau, una 
couche de resine non-prepolymerisee stir la face active de la 
pastille 7 cette resine non-prepolymerisee est suffisamment 
fluide pour s'etaler parfaitement sur toute la surface active et 
notonment dans l'espace de faible epaisseur aitue sous les 
departs des conducteurs de liaison, au voisinage des bornes de 
la pastille ; on eff ectue ensuite la polymerisation pendant 1 
heure a 125 # C (la resine ayant ete auparavant additionnde de 10% 
d»un catalyseur approprie) ; 

- on utilise ensuite la resine XR 90714 ayant ete prepoly- 
raerisee pendant 2 minutes a 125°c, de la mani&re indiquee ci- 
&Q3SU3, et contenant egalement la proportion precitee de cataly- 
seur ; 1* application de cette seconde sous-couche de resine 
XR 90714 s'eff ectue a l ? aide d'un fin pinceau ; toutefois, en 
raison de la plus grande viscosite de la resine, op obtient une 
couche superficielle 9 d'une epaisseur suffisante, qui n'aurait 
pu fetre obtenue avec la seule resine fluide non-prepolymcrisee 
(1* angle de raccordement © aurait alors ete trop faible) ; on 
eff ectue la polymerisation de cette seconde sous-couch e par 
chauffage a 125* C pendant 2 heures. 

Dans le mode de realisation des figures 8 et 9, on a proce- 
de a 1 'application ae la couche superficielle 9 des pastilles 
formant circuits integrcs 6 apres avoir, de maniere connue en 
soi, rendu lesdites pastilles solidaires d»un film de support 17 
permettant le pre-positionnement des pastilles 6 par rapport au 
substrat d* interconnexion 11. 

Ce film do support 17 est pourvu de fenfetres tellea que 
17a dans lesquelles sont logees les pastilles 6 j a cet effet, 
le film 17 comprend des bandes conductrices, telles que 18, obte- 
nues par metallisation de la surface du film 17, lesdites bandes 
se prolongeant, en 18a, au-dessus des fen&tres telles que 17a, 
ces prolongements 18a etant destines a former les conducteurs 
de liaiscn £/reliant les bornes 7 des pastilles aux plots 14 de la 
face active 11a du substrat d* interconnexion 11, 

De maninre connu en soi, on a centre les pastilles 6 dans, 
les fenfttres telles que 17a, olles-mcmes ccntrees au-dessus d s 
emplacGttents d la face active du substrat d'interc nn xion 11 



qui sont destines h recevoir iesdicea pooLillcc 

On p roc fed© alors, conform em ent a la presence invention, & 
I 'application de la couche cupcr.f icielle 9 do resine isolante at 
h sa polymerisation (dans la position representee en traits 
continus sur la figure 8) . 

Do maniere en soi connue, on d£coupe ensutte y suivant le 
contour 19, les bandes conductrices 18 et, la face inactive 6b 
des pastilles 6 etant rev&tue d'uno composition adhesive, on 
applique lesdites pastilles aux emplacements correspondents de 
la face active 11a du substrat d* interconnexion 11, de maniere a 
fixer lesdites pastilles sur ce substrat ; on precede alors au 
sechage de la composition adhesive et au soudage des prolongo- 
ments 18a, devenus les conducteurs de liaison 8, sur les plots 
14 portes par la face active du substrat d' interconnexion 11 • 

Lorsque cette operation est tenuinee, et apres toutes les 
verifications souhaitables, on procede a 1* application de la 
couche exteme 15 de resine rigide et resistante mecaniquenent, 
non representee sur la figure 8, mais visible sur la figure 6» 

On retrouve sur la figure 10 la pastille fonu-nt circuit 
integre 6, munie de la couche superf icielle de resine isolante 
souplo 9 dont 1* angle de raccordement avec la face active 6a de 
la pastille 6 est designe par 1* angle 6. La courbe de la figure 
11 donne le cosinus de l*anglo e en fonction de la tension super- 
f icielle a l'etat non-polymerise de la re3ine (l'angle 6 n»est 
substantiellement pas modifio lors de la polymerisation de la 
resine sur la face active de la pastille) . Pour les raisons 
indiquees p.\us haut, 1 'angle de raccordement est de preference 
compris entro 25* ct 45* , co qui correspond h cos 8 compris 
ent-e environ o, 9 et O, 7 et par consequent, k vine tension super- 
f icielle comprise entre environ 30 ct 36 dynes/cm. C*est done 
cette tension suporficielle do la resine utilisee,relativement 
a 13 face active do la pastille, que doit posseder la resine au 
moment do son application. 

II convicnt d*ajouter que, pour obtenir une couche super- 
ficielle prcscntant los mcilleures caracteristiques possibles, 
il convicnt de dega^er la resine, ce qui est par exemple obtenu 
par maintion pendant 20 minutes coun une prossion de 2 mmHg, et 
do mottrc en oeuvro un app»ireillago automatiquo pour appliquer 
la resine, co maniere a obtenir den conditions precises et 
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reproductibles d* application ; a titre d'exerople'non limitatif, 
on peut utiliser un dispositif de d£Livrance de gouttes liquides 
fabriquE par la firme Laurier Associates Inc., Modele Mi 01. les 
gouttes Etant de preference deiivrEes a une distance de l'ordre 
de 2 mm au-dessua de la face active des pastilles. 

On retrouve sur la figure 12 le substrat d* interconnexion 
11, les plots 14, les conducteurs de liaison 8, la pastille for- 
mant circuit integre 6 munie de sa couche superficielle 9 de 
rEsine isolante souple ; on remarque que 1 'angle de raccordement 
0 prEsente ici une valeur de l f ordre de 40 k 45°. 

La viscosity de la r^sine^XR 648 *au moment de son applica- 
tion doit 6tre de preference comprise entre 80 et 140 centipoi- 
ses ; elle est alors en melange avec une quantity sensiblement 
egale de xylene '49 a 5296 de solides dans la r^sine fluidif L6e) ; 
une epaisseur de 1,5 mm de la couche externe, au-dessus de la 
couche superficielle, est suffisante. La polymerisation de cette 
r^sine s*effectue par chauffage k 150°0 pendant 2 heuree. 

Au lieu d f utiliser la r<Ssine "XR 90714" pour former la cour 
che superficielle, on peut former un gel <Je silicone de la 
maniere suivante : on melange, au moment de constituer cette 
couche, la resine de silicone A et le durcisseur B du produit 
connu sous la denomination commerciale Q3-6527 (Dow Coming) ; 
on obtient un melange de densite 0,97 dont la viscosite est de 
510 centistokes ; I'extrait sec est de 98,2% » apres application 
du melange du melange ainsi obtenu, on polymerise la resine 
pour obtenir un gel, dans les conditions suivantes : chauffage 
k 65°C pendant 4 heures, puis a 100°C pendant 1 heure, puis 
k 150°C pendant 15 minutes. 

La reparation d'un substrat revGtu de la ~ 
couche superficielle 15 constitue de I 'une des rdsines isolantes precitees 

peut §tre effectu^e par dissolution de ladite couche dans 
divers solvants organiques ; l'un de ceux qui sont les plus 
faciles a mettre en oeuvre et celui cohnu sous la denomination 
commerciale "WSHA-SOLVE SI" (S. C. P. C.) qui permet !• Eli- 
mination de ladite couche superficielle par digestion a la 
suite de 1* immersion de ladite pastille ou de 1' immersion d'une 
partie du circuit d' interconnexion pendant par exemple 6 mn 
& 110°C dans ce solvant ; les parties mdtalliques et 1 s couches 



de matiere isolate ne sont pas attaches (aucune corr sion) 
tandis que 1'adWsion de la pastille au substrat n'est pas 
alteree a condition de Men rincer le solvent apres digestion 
et d'avoir choisi une colle ou composition adhesive appwprifc 
pour la fixation de la pastille sur le substrat. 

Bien entendu, 1 -invention n'est nullement limitee aux 
modes d'execution decrits et represents qui n'ont 6t6 donnas 
qu'a titre d'exemple. En particulier, elle coaprend tous le? 
moyens constituant des equivalents techniques des moyens 
de'crits . .nsi que leurs combinaisons, si celles-ci sont 
ex^cutees suivant son esprit et mises en oeuvre dans le cadre 
des revendications qui suivent. 
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